Tranzystory typu MOSFET o znaczaco ROHIM
zredukowanych poziomach strat mocy SeMIcONDUCTOR

Firma ROHM ogtosita niedawno, ze opracowata nowe, nalezace do drugiej
generacji produktow i oparte na wegliku krzemu tranzystory typu MOSFET.
Komponenty te stanowig wysokonapieciowe podzespoty pracujagce w
aplikacjach, gdzie wartosci napiecia mogq siega¢ nawet 1200V. Nowe
tranzystory MOSFET sg zaprojektowane dla przetwornic i konwerteréow
stosowanych w urzadzeniach przemystowych oraz fotowoltaicznych.
Najwazniejsze zalety opracowanych niedawno elementéw to niskie straty
energii, wysoki poziom niezawodnosci, ograniczony pobdr mocy oraz
mozliwe wsparcie dla mniejszych komponentéw peryferyjnych.

Tranzystory o oznaczeniu przemystowym SCH2080KE to pierwsze na rynku
komponenty integrujgce w sobie z sukcesem diode Schottky'ego na bazie
weglika krzemu (SiC SBD), w pojedynczej obudowie. W dodatku,
inzynierowie skutecznie obnizyli spadki napiecia przewodzenia (Vr) 0 70%
lub wiecej. Kolejng dobrg wiadomoscig jest to, ze nowe podzespoty
wymagajg mniejszej liczby komponentéw.
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Firmie ROHM udato sie pokonac te trudnosci dzieki ulepszeniu parametrow
procesOw zwigzanych z uszkodzeniem materialu podtoza, strukturg
podzespotu, jak rowniez redukcjg rezystancji w stanie wiaczenia
na jednostke powierzchni o przynajmniej 30%, w pordwnaniu
do konwencjonalnych produktéw. Efektem tych dziatan jest takze postep w
miniaturyzacji obudowy.

Ponadto, inzynierowie z firmy ROHM zintegrowali SiC SBD, ktéra byta
poprzednio montowana na zewnatrz tranzystora, w tej samej obudowie



przy zastosowaniu prawnie zastrzezonej technologii montazu. Byto
to mozliwe na skutek zminimalizowania napiecia przewodzenia, ktore
sprawiato inzynierom mnostwo probleméw w poprzednich wersjach
tranzystorow. W rezultacie, podzespét SCH2080KE redukuje straty energii
przetgczania co najmniej o 70%, w poréwnaniu do tranzystoréow IGBT
na bazie krzemu stosowanych obecnie w wiekszosci przetwornic. Dzieki
temu mozliwe jest nie tylko zmniejszenie strat przetgczania, ale takze
uzyskanie kompatybilnosci z mniejszymi komponentami zewnetrznymi
poprzez wspieranie czestotliwosci powyzej 50kHz.

Firma ROHM oferuje réwniez podzespdt o oznaczeniu SCT2080KE.
Komponent ten stanowi tranzystor typu MOSFET stworzony na bazie
weglika krzemu, ale nie posiada wewnetrznej diody SiC SBD. Zarowno
SCH20801KE, jak i SCT2080KE mogg zosta¢ skonfigurowane pod
specjalne wymagania klientow.
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